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Introducéao

Com a era tecnologica a partir da década de 1970, ocorre o
surgimento do computador pessoal, onde alia-se 0 uso de
materias semicondutores (efeito descoberto no século XIX), e
0 agrupamento de transistores de efeito de campo para a
execucdo de operacOes légicas. Pelo baixo custo de producdo,
facilidade de obtengdo e controle das estruturas formadas, o
silicio (Si) é largamente utilizado.

g:"> Si02 |, W Sio3
si si si . :; 3o Defeitos
ngacbes_pendemes e sl o i S S
defeilos;Iélricos -
Lei de Moore = MINIATURIZAC}AO
GeO2 H H GeO2

Motivacdo: determinar os efeitos do tratamento em atmosfera
de D, sobre as estruturas citadas.

Metodologia

Amostras de Ge e Si foram previamente limpas de acordo com
estudos anteriores'?, com posterior oxidagdo térmica. Na
sequéncia, efetuou-se tratamento em atmosfera de deutério
(D) a diferentes temperaturas.

Resultados e Discussoes

Filmes de 6xido foram crescidos sobre substratos de Ge e Si.
Realizou-se entdo o aquecimento em atmosfera de D,, com
posterior determinacdo da concentracdo areal de 80 através
da técnica de andlises por reacdo nuclear (NRA). Observamos
que estruturas SiO./Si sdo mais estaveis que estruturas
Ge0,/Ge, onde estas tendem a perda total do filme (fig 1)°.
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Figura 1: densidade areal de O em funcéo da temperatura de tratamento.

Para efeito de comparacdo, investigamos a influéncia da
atmosfera de recozimento em Ar e D, sobre estruturas
GeO,/Ge. Na fig 2, apresentamos a razao entre a concentrago
de Ge e O remanescente nas amostras apos diferentes
temperaturas de tratamento a partir de medidas de RBS
(Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford). Vemos
que a razdo Ge/O sofre alteracdo em atmosfera de Do,
evidenciando mudanca estequiométrica do filme. O tratamento
em Ar ndo indica alteracdo estequiométrica do filme.
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Figura 2: Raz&o entre concentragdo de O e Ge como funcéo da temperatura e

atmosferas de tratamento.

Andlises por XPS (Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados
por raios-X) revelam o ambiente quimico presente nos filmes.
Pela fig 3 vemos uma alteragdo quimica do Ge de acordo com
a temperatura utilizada. Quanto maior a temperatura, maior a
presenca de Ge metélico no filme remanescente.
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Figura 3: aumento da componente relacionada a formagao de Ge metalico
como fungéo da temperatura de recozimento.

Concluséo
Foram investigadas mudancas fisico-quimicas induzidas por
tratamentos em D sobre estruturas GeO2/Ge e SiOy/Si.
Verificou-se:

) Volatilizagdo do filme GeO,/Ge;
. Alteragdo estequiométrica do mesmo;
o Reducdo do filme de 6xido a Ge metalico.

Tais mudancas certamente geram implicagdes elétricas nas da
estrutura MOS resultante.
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